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DESCRIPCION

Dispositivo de sensor para generar sefiales que son indicativas de la posicion o el cambio de la posiciéon de
extremidades

La invencion se refiere a un dispositivo de sensor de acuerdo con el concepto general de la reivindicacion 1.

Este dispositivo de sensor sirve para generar sefiales electronicas que como tales dan informacion relativa a una
posicion en el espacio y/o el movimiento de extremidades, en particular, de la mano de un usuario frente al
dispositivo de sensor. Estas sefales electrénicas pueden usarse entonces para procesar las operaciones de entrada
para aparatos de procesamiento de datos, de comunicaciones y otros aparatos eléctricos. En este sentido, el
dispositivo de sensor opera como interfaz de hombre/maquina.

A este respecto, la invencion se dirige en el contexto mas estrecho a un sistema de detecciéon de gestos para la
deteccion sin contacto de los gestos, en particular, de gestos de manos o dedos por la via capacitiva. En particular,
la invencion se dirige a este respecto a un sistema de deteccion de gestos con posibilidad de integracion simplificada
en aparatos electronicos. La invenciéon apunta a este respecto hacia la realizacion de una interfaz de gestos de
resolucién relativamente alta, particularmente fiable en cuanto a su funcién para propdsitos de control, en particular,
de aparatos de comunicaciones y en el campo de paneles de control y sistemas de cabina.

Por el documento DE 20 2007 017303 U1 se conoce un dispositivo de sensor de la clase mencionada inicialmente.
Este dispositivo de sensor esta integrado en un ratéon de ordenador y comprende una pluralidad de electrodos que
hacen posible una deteccion sin contacto de la posicién de la mano de un usuario por la via de un campo eléctrico.

Por el documento WO 2008/009687 se conoce un sensor de impresion de pelicula delgada. La deteccion de la sefal
se realiza aqui a través de un contacto fisico con una superficie de entrada. Una detecciéon de la posicidon sin
contacto no es posible de acuerdo con este estado de la técnica.

La invencion tiene el objetivo de crear soluciones a través de las cuales es posible generar de manera
particularmente ventajosa sefiales que son indicativas de la posicion y/o del movimiento de extremidades.

Este objetivo se logra de acuerdo con la invencion a través de un dispositivo de sensor de acuerdo con la
reivindicacion 1.

Con ello es posible de manera ventajosa disponer la conexion electrénica prevista para la generacion del campo de
electrodo emisor y el procesamiento de las tensiones detectadas por los electrodos sensores lo mas cerca posible
de los electrodos, sin que ocurra, a este respecto, un acoplamiento de campos que distorsione las sefales de
medicion entre los electrodos de sensor y la conexion electronica.

El sistema de “hoja de trébol” formado, de acuerdo con la invencion, por el uso de un electrodo emisor tipicamente
central y por lo menos tres electrodos receptores dispuestos repartidos alrededor de este Ultimo, ofrece un alcance y
una precision que son apropiados para un espacio de movimiento tipico de la mano y asi para muchas aplicaciones
en la deteccion de la informacion de gestos.

A través del concepto de acuerdo con la invencién se obtiene una reduccion considerable de los efectos de la
conexién a tierra de posibles componentes de conexidn en el area de la conexiéon de medicién, asi como también
una reduccion de las interferencias entre los circuitos de conexién del aparato a ser controlado propiamente dicho.

El alcance de un sistema de deteccidon capacitiva se determina esencialmente a través del espacio en el que esta
presente el campo eléctrico establecido para los propodsitos de deteccion con suficiente potencia (relativa). A través
del concepto de acuerdo con la invencidon se reduce de manera ventajosa el efecto, de modo que los objetos
acoplados a tierra cerca del electrodo que produce el campo, es decir, el electrodo de generacion de campo del
sistema de deteccion, hacen que el campo eléctrico se concentre fuertemente en el espacio entre el electrodo y el
objeto. Por consiguiente, a través del concepto de acuerdo con la invencion aumenta el intervalo detectable. En
particular, en relaciéon con el uso de una conexién de supresion de transimpedancia de los electrodos de medicién se
reduce significativamente la influencia de un potencial de tierra virtual que de otro modo todavia estaria presente
aqui.

El grupo de electrodos (“hoja de trébol”) previsto en el sistema de deteccién de acuerdo con la invencion esta
realizado preferentemente sélo con una conexién a tierra lo mas reducida posible. Preferentemente, las lineas de
alimentacion conectadas eventualmente a tierra estan blindadas. Los electrodos de medicion se conectan
preferentemente con alta impedancia a la conexiéon de medicion, a fin de no interferir con la distribucién del campo.

De acuerdo con la invencion, el sistema de medicion se configura de manera que la influencia de las partes
conectadas a tierra presentes en el area del sistema de medicién (en particular, la electrénica propia) esta blindada
del electrodo emisor y de los electrodos de medicion dispuestos de manera distribuida alrededor de esté ultimo y/o
se compensa un puente de campo.
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El primer, el segundo y el tercer dispositivo de electrodo receptor estan conectados, cada uno, a las entradas de alta
impedancia de un sistema de convertidores de impedancia, en donde a través de las diferencias entre los eventos
eléctricos presentes en las salidas de los respectivos convertidores de impedancia se obtienen las informaciones
indicativas de la posiciéon o del movimiento.

A partir de los niveles recibidos por los electrodos receptores se puede formar una sefial de suma que refleja la
suma de las tensiones presentes en los electrodos receptores. Esta sefial de suma puede normalizarse con un
factor de amplificacion prefijado y se puede poner a la disposicion de una entrada de comparacion del respectivo
sistema de convertidores de impedancia.

Esta previsto, preferentemente, un sistema detector sincronizado que como tal, suministra sefiales indicativas
relativas a la sincronizacion de la sefal de salida Js del respectivo sistema de convertidores de impedancia, en
particular, relativas al nivel de tension y/o la fase frente a la tension de excitacion. A través de diferencias entre los
eventos eléctricos presentes las salidas de los respectivos detectores de sincronizacién se obtienen las
informaciones indicativas de la posiciéon o el movimiento.

De acuerdo con una forma de realizacion particularmente preferida de la invencién, los receptores estan dispuestos
de manera simétrica alrededor del dispositivo de electrodo emisor. El electrodo emisor se alimenta preferentemente
mediante un generador (microcontrolador) con tensién alterna y para formar alrededor de si mismo un campo
eléctrico, preferentemente eléctrico cuasi-estatico. Los electrodos receptores estan dispuestos preferentemente de
manera simétrica alrededor del electrodo emisor.

La tensioén eléctrica presente en los electrodos receptores contiene informacion sobre la distribucién del campo del
electrodo emisor.

Los electrodos receptores estan conectados a las entradas de alta impedancia de los convertidores de impedancia
para no interferir con el campo eléctrico del electrodo emisor. A partir de las respectivas sefiales después del
convertidor de impedancia se forma un valor medio. Este valor medio puede amplificarse. A partir de las sefiales
amplificadas, con la ayuda de un detector de sincronizacion, se puede obtener la amplitud y digitalizarla
adicionalmente por medio de un ADC y para el procesamiento en un microcontrolador. En lugar del detector de
sincronizacion se puede usar también un rectificador de diodos o un detector de picos.

El dispositivo de sensor de acuerdo con la invencion puede servir, en particular, para detectar gestos, movimientos o
la posicion de la mano. Por lo menos la mayor parte de la electrénica de sensor incluyendo los electrodos de
medicion se construye preferentemente en una forma similar a chips. A través de esto se hace posible una
aplicacioén particularmente ventajosa de la técnica de sensor.

A través del concepto de acuerdo con la invencion es posible lograr gran alcance del detector para gestos, en donde
el detector puede ser construido de manera compacta. A través del concepto de acuerdo con la invencién, con una
dimension del detector de 3,5 cm se puede lograr un alcance de aproximadamente 20 cm. En la conexion de
acuerdo con la invencion, las entradas estan disefiadas con alta impedancia. Las entradas de alta impedancia
contribuyen de manera sorprendentemente eficaz para aumentar el alcance. Esto se puede visualizar, en particular,
a través de simulaciones de campo y se puede comprobar experimentalmente, en total, de manera fiable. De
acuerdo con la invencion se aumenta para cada canal la diferencia de su sefial y del valor medio. Esto hace posible,
con electrodos simétricos o con sefiales simétricas en la electrénica lograr un intervalo dinamico elevado también
con ADCs simples (por ejemplo, 10 bits). A través de esto, con medios sencillos es posible detectar cambios muy
reducidos de las sefales. El electrodo de blindaje puede recibir también una tensién que presenta esencialmente la
misma amplitud que la tensién presente en el electrodo emisor. La conexién puede estar realizada de manera que
ella ofrece un numero relativamente elevado de electrodos, en particular, 8 electrodos, es decir, se realizan 8
canales. Con la excepcién de una compensacion de sefales a través de la formacién de sumas, también es posible
una compensacion a través de la sustraccion de las sefiales ponderadas del generador. A través de esto, los
electrodos ya no tienen que ser del mismo tamafio y ya no deben estar dispuestos de manera simétrica. Los
amplificadores también pueden estar configurados como amplificadores lineales. Para el blindaje se puede tomar
directamente la sefal del generador, es decir, no obligatoriamente una sefal que se diferencia de la misma no
solamente en cuanto a la amplitud.

Otros detalles y caracteristicas de la invencion resultan de la descripcién a continuacién en relacién con el dibujo. En
los dibujos:

Lafigura1 muestra un diagrama de bloques para ilustrar la construccion basica de un dispositivo de sensor de
acuerdo con la invencion,

La figura2 muestra una representacion esquematica para ilustrar una construccion a modo de ejemplo de la
construccion del dispositivo de electrodo emisor y receptor,

La figura3 muestra un diagrama para ilustrar una disposicion a modo de ejemplo de los dispositivos de electrodo
emisor y receptor en un ratén de ordenador configurado como interfaz de gestos,
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La figura4 muestra un esquema adicional para ilustrar una disposicién a modo de ejemplo de los dispositivos de
electrodo emisor y receptor en un aparato de comunicacion movil.

Como se observa del plano de conexiones representado en la figura 1, el sistema de acuerdo con la invencion se
puede realizar con un grupo de electrodos superficiales que esta blindado frente a la conexion de medicién y de
excitacion propiamente dicha de la manera representada.

Los electrodos se encuentran separados espacialmente del resto de la electrénica. Ellos pueden estar configurados,
por ejemplo, en una placa conductora como superficies de cobre o como areas conductoras en una lamina de
material sintético que se conecta a la electronica. Los electrodos de medicion M1, M2, M3 (2, 3, 4 o mas) estan
dispuestos simétricamente alrededor del electrodo emisor G1 (comparese con el ejemplo para 3 electrodos en la fig.
2). Los electrodos M1, M2, M3, G1 se conectan a través de delgadas vias conductoras con la electrénica E, de modo
que la influencia de las conexiones es lo mas pequefia posible en comparacién con los electrodos. Las lineas de
alimentacién pueden estar blindadas adicionalmente, en particular, a través de una construccién de capas multiples.

La influencia de interferencia de campo de la electronica del sistema de deteccion y del aparato se minimiza a través
de un blindaje S. El electrodo de blindaje S separa el sistema de electrodos M1, M2, M3, G1 de la electronica E.
Este electrodo S puede ser fabricado, por ejemplo, a partir de una lamina de material sintético con un recubrimiento
conductor.

En la fig. 3 y en la fig. 4 se representan ejemplos de la realizacion espacial. Los electrodos en la fig. 3 estan fijados
sobre una lamina de material sintético sobre la placa conductora LP.

En la estructura de acuerdo con la figura 4 estan integrados los electrodos M1, M2, M3, G1 como secciones de
superficies de cobre en la placa conductora.

El electrodo de blindaje S recibe una sefial que se diferencia solamente en cuanto a la amplitud de la sefial en el
electrodo emisor G1. Esta amplitud se selecciona de manera que la electrénica “oculta” detras de la electronica de
blindaje S esta “camuflada” por el campo eléctrico del electrodo emisor G1. Esto quiere decir que el potencial en el
electrodo de blindaje S corresponde al potencial generado por el electrodo emisor G1 en el mismo lugar en el caso
en que no estuviese presente la electrénica y la electronica de blindaje, La sefial para el electrodo de blindaje puede
generarse, por ejemplo, con la ayuda de un separador de tension (ajustable) DU a partir de la sefial del electrodo
emisor G.

Las inevitables diferencias cuasi-estaticas de las sefales de los electrodos receptores M1, M2, M3 se compensan
electronicamente en la conexiéon. Para este propdsito se contempla que la sefial de sumas formada con una
ponderacion diferente se alimenta a los amplificadores de canales individuales (fig. 1). La ponderacion se adapta
para cada canal, a fin de mantener las sefiales de salida de los amplificadores en el estado de origen del sistema de
medicion lo mas cerca posible de cero. Bajo esta condicion se logra con los amplificadores (no lineales) la mejor
sensibilidad para los cambios de las sefiales de entrada.

La eficacia de la compensacion se mejora cuando los electrodos receptores presentan, en lo posible, el mismo
acoplamiento con el electrodo emisor. Este acoplamiento puede ser influenciado, por ejemplo, a través de electrodos
adicionales.

En la figura 2 se muestra la manera en que una “linea de compensacion” adicional aumenta el acoplamiento del
electrodo M1 con un electrodo emisor dividido G1a, G1b y, especificamente, al nivel del acoplamiento de los
electrodos M2 y M3.

La compensacion también se puede reajustar dinamicamente durante la operacion a fin de adaptar el sistema de
medicién a influencias que varian eventualmente.

A través del concepto de acuerdo con la invencion es posible integrar de manera particularmente ventajosa la
electrénica de deteccion de gestos directamente en aparatos electrénicos, por ejemplo, en teléfonos moviles.
Ademas, es posible integrar los electrodos directamente en la placa conductora o realizar la capa conductora sobre
una lamina de material sintético. Ademas, es posible realizar la conexion de los electrodos al sistema de medicion
sin cable coaxial. A través del concepto de acuerdo con la invencion se logra adicionalmente maximizar el alcance
del sistema de deteccion con las caracteristicas ambientales dadas. De manera ventajosa se produce también una
linealizacion de la respuesta del sistema al movimiento del objeto a ser detectado.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de sensor para generar sefales eléctricas que como tales dan informacion relativa a la posicion o el
movimiento de extremidades frente a un campo de referencia, con:

- un dispositivo de electrodo emisor (G1, G1a, G1b),

- un generador de tensién para suministrar una tension de corriente alterna al dispositivo de electrodo emisor
(G1, G1a, G1b),

- un primer dispositivo de electrodo receptor (M1),

- un segundo dispositivo de electrodo receptor (M2) y

- una conexion de medicion para detectar un efecto de puente de campo correlacionado con el gesto de una
mano o un dedo a los dispositivos de electrodos receptores (M1, M2),

caracterizado

- porque esta previsto un dispositivo de electrodos de blindaje (S) que como tal protege el campo eléctrico, por lo
menos en gran medida, del dispositivo de electrodo emisor (G1, G1a, G1b) y/o los dispositivos de electrodo
receptor (M1, M2) frente a la conexién de medicion y porque el primer y el segundo dispositivo de electrodo
receptor estan conectados en cada caso a sistemas receptores de alta impedancia y

- porque el electrodo de blindaje S recibe una sefial que se diferencia solamente en cuanto a la amplitud de la
sefial en el electrodo emisor G1.

2. Dispositivo de sensor de acuerdo con la reivindicaciéon 1, caracterizado porque el dispositivo de electrodo
receptor comprende un tercer dispositivo de electrodo receptor (M3).

3. Dispositivo de sensor de acuerdo con la reivindicacion 1 o 2, caracterizado porque el tercer dispositivo de
electrodo receptor esta conectado a un sistema receptor de alta impedancia.

4. Dispositivo de sensor de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado porque esta amplitud se ajusta de
manera que la electrénica “oculta” detras del electrodo de blindaje S esta “camuflada” por el campo eléctrico del
electrodo emisor G1.

5. Dispositivo de sensor de acuerdo con la reivindicacion 4, caracterizado porque el nivel se ajusta esencialmente
de manera que el potencial en el electrodo de blindaje S corresponde al potencial generado por el electrodo emisor
G1 en el mismo lugar en el caso en que no estuviese presente la electrénica y el electrodo de blindaje.

6. Dispositivo de sensor de acuerdo con la reivindicacién 5, caracterizado porque la sefal para el electrodo de
blindaje se genera con la ayuda de un divisor de tensién dinamicamente ajustable DU a partir de la sefal en el
electrodo emisor G.

7. Dispositivo de sensor de acuerdo con por lo menos una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque las
diferencias cuasi-estaticas presentes de las sefales de los electrodos receptores M1, M2, M3 se compensan
electrénicamente en la conexion.

8. Dispositivo de sensor de acuerdo con la reivindicaciéon 7, caracterizado porque para este propésito se forma una
sefal de sumas y se alimenta con una ponderacion diferente a los amplificadores de canales individuales.

9. Dispositivo de sensor de acuerdo con la reivindicacion 8, caracterizado porque la ponderacién se adapta para
cada canal a fin de mantener las sefiales de salida del amplificador en el estado de origen del sistema de medicion
lo mas cerca posible de cero.



ES 2441 869 T3

Mw o1papy

iV

THY

PR VA

I
ugloesuadwion
] Jopeauydwy

IEAE M

\MErl=

—

BWNS ap UQIDeWLIO

UOIDBZIUCIOUIS 3P 10}33}a(

\

E




ES 2441 869 T3

Z "B

sSopoJosIe
s0| eied uglorjUSWIlE
op seau|

\

salojdaoal sopolos|g

4 e

7 A

va

7/
Jlosiwa
0pPOJ}93|3 U0D BPE}OSUOD
"uoloesuadwiod ap eau)T

4
sosiwe oponosia bIN

qi9 ‘el



ES 2441 869 T3

(E21UQJ103[3 U0D) 41

1D “M_\/_ .N_>_ “_‘_>_ SOpPOJ109|3

(slepulg) s

ojusiwelo)y



ES 2441 869 T3

19 ‘SN ‘ZW ‘LIN

/

slepulg

di



	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

